PROBLEMAS DE POLARIZACION DE TRANSISTORES BJT

N¢ 1 Calcular el punto de operacion para ambos valores de 3
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Para 3 =100
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Para p =300
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N¢ 2 Calcular punto de operacion para Vee = 0,7 =100y p=300
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Para p =300
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Error porcentual de ic cuando § cambia de 100 a 300
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N¢ 3 Calcular punto de operacion paraVee = 0,7 =100y =300
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El transistor esta en la zona de saturacion
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Para la region de saturacion, considerando Vce = 0
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Los valores no cambian para 3 = 300



N¢ 4 Calcular punto de operacion para Veg = 0,7 =100y pf=300
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Para $ = 300
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variaciones de 3 de 100 a 300

~
|

i L \ ]
S 5@ T RGP o T '{”r_
N =R



N¢ 5 Calcular punto de operacion para Veg = 0,7 =100y pf=300
Si estuviera en activo con 3 =100
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N2 6 En el siguiente circuito la seiial de entrada vies una onda
cuadrada entre 0 y 5V. Calcule los valores de Rc y Rg para que el
transistor trabaje en la zona de saturacion cuando vimax= 5V, la
corriente icmax N0 sea mayor de 10 mA y el producto fig sea solo el

doble de icmax. Halle los valores de vc correspondientes.
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Cuando vimax= 5V, el transistor debe estar en saturacion, Vc=V¢e=O0.
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N2 7 Circuito con dos transistores. En el siguiente circuito,
determine los voltajes y corrientes de todos sus componentes.
Considere § = 100.

Siguiendo las conexiones de base-colector se
concluye que ambos transistores no pueden
estar activos simultaneamente.

+5V

Q4 g

Uno tiene que estar en corte y el otro activo. 10 %0
+5V 0AAWAV—o

Suponiendo Q2 activo, hay un circuito formado
por la fuente de base (5V), la resistencia de 10
k(, el voltaje Vg de Q2 y la resistencia de 1 k().
La corriente en ese circuito circula hacia la
Base, 1o cual no es posible en un pnp.

S 1ko

-5V

Entonces Q2 esta en corte y Q1 esta en
conduccion.



En la siguiente grafica estan los resultados del analisis completo del
circuito, considerando que Q2 esta en corte y Q1 esta en conduccion.
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N2 8 Circuito con dos transistores. En el siguiente circuito,
determine los voltajes y corrientes de todos sus componentes.

Considere § = 100.
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En primer lugar se calcula el Thevenin equivalente del circuito de base
de Q1 y todas las variables relacionadas

+15V
. R 50 i

V = +15 B2 = 15 = +5V |

5 Rpi+ Rz, 100+ 50 :
Rc =
Rgp = (Rp, // Rgy) = (100 // 50) = 33.3kQ Ve = z;f: BREL

| I = Ver— Vae 333 k)
VBBZIBRBB+VBE+IERE E_RE+[RBB/(ﬁ+1)] . ¢IE
I
R =
5_07 1.29 /L) §3§<ﬂ
Iz = = 129mA Iz= _f(f = 0.0128 mA

T 3+ (33.3/101) -

Vg = Ve +IgRy = 07+129%3 =457V



En Q1 hay que tener en cuenta que por Rc¢1 no circula Ic1 sino Ici-Is2

Las ecuaciones que se pueden escribir ahora son:

15V = 2kQxl ., + Vg +V,, Ve, =15V = (1, = 1,,)x5kQ
15V = 2kQxl ., +0,7V +15V - (IC1 - f(‘;—zl)xsm

1E2(2k9-51k7?) = 128mAxSkQ-0,7V =57V [ =2 78mA

~ 2, 78mA
101

V., =15V - 5kQx1,252mA = 8,74V V., =8,74V +0,7=9,44V

Looy=1.-1,,=1252mA

I, =0,0275mA

I., =PI, =100x0,0275=2,75mA V., =2,7kQuxI ., = 7,43V



En la grafica estan todos los voltajes y corrientes, incluyendo las
corrientes que circulan por las resistencias del circuito de base del
primer transistor.
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